
Cu: fcc 

doba života tB = 114 ps 
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Záchyt pozitronu 



Záchyt pozitronu 

Cu: fcc vakance v poloze [1/2,1/2,0] 

doba života t1v = 180 ps 
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• doby života ti     typy defektů 

• intenzity Ii  koncentrace defektů 

Rozklad spektra dob života pozitronů: 
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Cu:  c1v = 2.7×10-3 at% 

t1 =   84 ps I1 = 48% 

t2 = 180 ps I2 = 52% 

Spektrum dob života pozitronů 



Dvou-stavový jednoduchý pozitronový záchytový model 

termalizace 

  anihilace 

tB = 114 ps 
anihilační rychlost lB = 1/tB 

Cu obsahující vakance 

E 

vazebná  

energie 

~ 1 eV 

t1v = 180 ps 

anihilační rychlost l1v = 1/t1v 

volný pozitron )(f tN

záchytová rychlost K 

zachycený pozitron )(1v tN

Pozitronový záchytový model 



)()()(
d

)(d
f1vfB

f tNtKtN
t

tN
 l

)()()(
d

)(d
f1v1v1v

1v tNtKtN
t

tN
 l

    ttK
e

K

K
e

K

K
K 1v1vB

1v1vB

1v
1v

1v1vB

1v
1vBid 1S

ll

ll
l

ll
l 


































t

tN

t

tN

d

)(d

d

)(d
S 1vf
id

1)0(f N0)0(1v N
1vB

1

1

K

l

t
1v

2

1

l
t 

1v1vB

1v
2

ll 


K

K
I

21 1 II 

21

2

2

1

1

id

11
S

tt

tt

tt

eIeI




Pozitronový záchytový model 
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Pozitronový záchytový model 
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předpoklady 

1. dochází pouze k záchytu termalizovaných e+ 

2. nedochází k uvolnění zachycených e+  

3. homogenní rozložení defektů 

4. záchyt v defektu limitován účinným průřezem    

   kvantového přechodu 

• ověření platnosti předpokladů 
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• střední doba života 
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• modelová funkce 

diskrétní exponenciální 

komponenty 

- volné pozitrony 

- pozitrony zachycené v defektech  

- zdrojové komponenty 

Fitování spektra dob života pozitronů 

rozlišovací funkce spektrometru 

pozadí (náhodné koincidence) 



CdTe monokrystal 

Fitování spektra dob života pozitronů 

channel (1 ch = 3.125 ps)
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jednokomponentní spektrum, t1 = 295 ps 



channel (1 ch = 3.125 ps)
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CdTe monokrystal dopovaný In 

Fitování spektra dob života pozitronů 

jednokomponentní spektrum, t1 = 300 ps 



CdTe monokrystal dopovaný In 

Fitování spektra dob života pozitronů 

dvou-komponentní spektrum, t1 = 220(10) ps, t2 = 341(5) ps 

VCd - In 

channel (1 ch = 3.125 ps)
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channel (1 ch = 3.125 ps) 
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HPT – deformované Fe, p = 6 GPa, 5 rotací 

Fitování spektra dob života pozitronů 



channel (1 ch = 3.125 ps) 
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dislokace  

HPT – deformované Fe, p = 6 GPa, 5 rotací 

Fitování spektra dob života pozitronů 



channel (1 ch = 3.125 ps) 
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klastry vakancí 

HPT – deformované Fe, p = 6 GPa, 5 rotací 

Fitování spektra dob života pozitronů 



channel (1 ch = 3.125 ps) 
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klastry vakancí 

zdrojové komponenty 
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HPT – deformované Fe, p = 6 GPa, 5 rotací 

Fitování spektra dob života pozitronů 


